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ＧａＮ基板に対する需要は今後益々高まる
ことが予想され、化学気相成長法による
ＧａＮ基板の製造に期待が寄せられている。
ところが化学気相成長法の場合、製造する
ＧａＮ基板に大きな反りが発生するため、
基板面内の品質の均一性の要求による制約
から、大口径化を図ることができないという
問題がある。
化学気相成長法により半導体基板を製造す
る際に、反りの発生を抑制することを課題と
する。

◆HVPE成長によって作製されたGaN基板は曲率半径が10ｍ以下といった問題が従来
 あったが、本手法では基板の曲率半径を制御することを特徴とし、GaN基板の改善を
 可能とした。

◆デバイス作製において、実績のあるHVPE成長を用いた超高品質GaN基板を市場へ
 送り出すことができ、大面積のGaN基板の開発が加速され市場も大きくなることが予
想される。

研究概要・アピールポイント

ベース基板
低温バッファ層

化学気相成長法により半導体基板を
製造する際に、低温バッファ層11と
メイン半導体層13との間に、中間半導
体層12を設る。

その中間半導体層を形成するときの
結晶成長温度を低温バッファ層を
形成するときの結晶成長温度よりも

高く、且つメイン半導体層を形成する
ときの結晶成長温度よりも低くする

ことにより、反りの発生を抑制すること
ができる。

中間半導体層

メイン半導体層

【 メイン半導体層形成ステップ図 】
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